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摘 要

本研究使用熱燈絲化學氣相沉積法於玻璃基板上沉積多晶矽薄膜，並使用SEM、拉曼光譜、AFM、XRD及XPS來量測其

結構性質。實驗顯示，只有當燈絲溫度比1750℃更高時，所沉積的薄膜才會是多晶結構，而且結晶率會隨燈絲溫度的升高

而上升，並在1900℃以上時逐漸達到飽和。此外，我們也發現燈絲與基板之間的距離是決定薄膜結晶結構的最關鍵因素。

而從XRD的量測與分析，我們也可獲得一致的結果。當燈絲溫度較高且燈絲與基板距離較接近時，所沉積的薄膜呈現多晶

的結構，且晶面優選方位為(220)，其結晶率會隨燈絲溫度上升而增加。為了獲得結晶率與結晶顆粒尺寸之間的關係，我們

利用AFM量測到結晶顆粒形態、結晶顆粒尺寸及表面粗慥度。實驗顯示，在較高的燈絲溫度狀況下，所沉積薄膜的結晶顆

粒尺寸會比較大，而平均表面粗糙度也會增大。這說明結晶顆粒尺寸的增大乃是造成較高燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜會有

較高結晶率的主要原因。
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